
キオクシアの特許・技術・事業の包括的分析：

AIインフラストラクチャにおける次世代メモリ階
層とフルスタック戦略の模索 

Gemini 3.1 pro 
序論：生成AI時代の到来とキオクシアの戦略的パラダイムシ
フト 
半導体メモリ産業は現在、生成AI（人工知能）の急速な普及と、それに伴うデータセンターインフラス
トラクチャの爆発的な需要増大により、新たな転換点を迎えている。大規模言語モデル（LLM）の学
習および推論、とりわけ検索拡張生成（RAG）などの高度なAIワークロードにおいて、データの保存、
処理、そして検索にかかるメモリ帯域幅とストレージ容量の要求は高まり続けている。このようなマク

ロ環境の中、NAND型フラッシュメモリを主力とするキオクシアは、NAND・SSD事業を中核としながら
も、AI時代のデータアーキテクチャ全体を俯瞰し、次世代メモリ技術やソフトウェア領域への事業拡
張を模索する動きを見せている。 
本報告書は、2026年7月時点で明らかになっているキオクシアの特許出願動向、次世代メモリ技術（
MRAM、OCTRAM等）の研究開発成果、ソフトウェア領域での取り組み（KIOXIA AiSAQ）、そして生
産体制や上場後の財務戦略などの事業活動を横断的に分析するものである。客観的な特許データ

や公開資料を出発点とし、同社が構築を目指す技術的優位性と事業戦略の現在地を解き明かす。 

特許ポートフォリオの多角的な分析が示唆する事業戦略 
企業の特許出願動向は、各社の研究開発（R&D）投資のバロメーターとして機能する。特定の技術
領域に特許出願が集中しているという事実は、将来の注力領域に向けた経営の意思を示唆する有

力な材料となる。知財分析プラットフォーム「Patentfield」を用いた、キオクシアの国内特許ポートフォ
リオ（「ターゲット市場」「技術テーマ」「バリューチェーン」の3軸分析）からは、同社が推進する既存事
業の防衛と新領域への投資が整合的に浮かび上がる。 
注記：以下の件数分析は、2015年以降に日本国内で出願された公開公報・登録特許を対象とし、出
願人名寄せ・1ファミリー1件を前提とした集計に基づく。特許件数は分割出願、共同研究、周辺特許
の網羅的取得など様々な要因で増減するため、必ずしも事業規模と完全な比例関係にあるわけで

はない。 
コア技術の防衛と収益基盤の高度化戦略 
キオクシアの特許ポートフォリオ全体をターゲット市場の観点から俯瞰すると、同社の強みと新たな

注力領域が確認できる。 

ターゲット市場分類 特許出願件数 分析上の示唆 

半導体製造・検査ソリュー 2,519件 コア技術の防衛・歩留まり向



ション 上による競争力維持の基盤 

データセンター・エンタープラ

イズ 
1,560件 現在の主要収益源・システム

最適化への高付加価値化 

PC・コンシューマ 985件 伝統的な主力市場・安定的

な需要基盤 

車載・産業機器 439件 エッジAIおよびIoT向け次世
代成長市場の模索 

AI・ビッグデータ解析 424件（関連計730件*） メモリ階層・システム全体を

通じたアプローチの模索 

注記：「関連計730件」は、AI・ビッグデータ解析の中核分類424件に加え、関連する周辺分類を含ん
だ合計値である。 
特許ポートフォリオにおいて最大のボリュームを形成しているのは、「半導体製造・検査ソリューショ

ン」向けの領域である。この領域における技術テーマを細分化すると、「半導体製造プロセス・装置」

が1,142件を占め、バリューチェーン上でも「製造プロセス・装置」が1,480件、「デバイス・セル構造」が
916件と、ハードウェアの下位レイヤーに分厚い特許網が構築されている。これは、フラッシュメモリ
市場における激しい価格競争を生き抜き、微細化・積層化のコア技術を防衛するための主戦場であ

ることを示唆している。 
一方で、現在同社の利益の源泉となっている「データセンター・エンタープライズ」市場においては、

単体の物理的な構造に関する特許（「3D NAND構造・セル技術」338件）よりも、「メモリコントローラ・
システム制御」（756件）や「システムアーキテクチャ」（1,004件）といった、上位レイヤーの特許出願
が突出している。これは、同社がメモリチップ単体だけでなく、システム全体を最適化・制御するソ

リューションレイヤーに注力していることと整合的である。 
AI・ビッグデータ市場への「フルスタック」アプローチの模索 
「AI・ビッグデータ解析」市場（関連特許計730件）に向けた特許動向において、キオクシアは幅広い
技術階層での出願を行っている。技術テーマでは「次世代メモリ技術」を中心（247件）に据えつつ、
バリューチェーン軸で展開すると、「デバイス・セル構造」（201件）、「システムアーキテクチャ」（192
件）、「材料・化学（マテリアル）」（185件）と、素材からシステム設計に至る階層に分散している。これ
は、プロセッサとメモリ間のデータ転送遅延などの課題に対し、単一レイヤーにとどまらないフルス

タックな技術開発を模索していることの表れと解釈できる。 

次世代メモリ技術（SCM）の深掘り：MRAMとOCTRAMの研
究開発動向 
AIインフラストラクチャにおけるメモリの要求水準が高まる中、従来のメモリ階層（SRAM、DRAM、



NANDフラッシュ）の隙間を埋める新技術の研究開発が進められている。キオクシアは、これらのフロ
ンティア領域における基礎研究と試作開発を継続している。 
MRAM（磁気抵抗メモリ）の優位性と共同研究の進展 
次世代メモリ技術の特許分析において、「材料・化学（マテリアル）」領域での出願（406件）が確認さ
れている。この次世代メモリ向けの材料・デバイス技術群をデバイス別の切り口で独自に検索・分析

すると、キオクシアの重点領域が推認できる。 
注記：以下の「MRAM向け416件」は、上記の「次世代メモリ技術×材料・化学領域（406件）」の内数で
はなく、次世代メモリ技術全体から各種デバイス方式に関するキーワード等で独自に母集団を形成

し集計した結果である。 

次世代メモリ技術（デバイス

別） 
特許出願件数 技術的特徴 

MRAM（磁性・スピン） 416件 高速・高耐久・不揮発性。一

般的にSRAMの代替候補とさ
れる 

PCM・ReRAM（相変化・抵抗
変化） 

250件 大容量化に強みを持つが書

き換え耐性に課題 

FeFET・FeRAM（強誘電体） 45件 低消費電力だが微細化と大

容量化に障壁 

MRAMは、一般的にSRAMに匹敵する高速動作が可能でありながら不揮発性を持ち、従来のフラッ
シュメモリと比較して高い書き換え耐性を持つとされる。 
 
 
キオクシアは東北大学等とのスピントロニクスに関する共同研究を継続しており1、学会等での発表

も活発である。特に注目されたのは、韓国SK hynixとの共同研究によって試作された「64ギガビット（
Gb）のクロスポイント型MRAM」であり、国際学会IEDM 2024およびISSCC 2025にてその成果が公
表された3。これは高信頼性動作を可能にする新規読出し技術の実装等により、MRAMの大容量化
に向けた課題の解決に取り組んでいることを示している。 （※注記：2007年に東芝とSK hynix間で結
ばれた特許クロスライセンス契約による特許紛争終結は歴史的背景として注目されるが、今回の共

同研究との直接的な因果関係は公開資料からは確認できない。また、64GbクロスポイントMRAMの
試作発表は研究成果として重要なマイルストーンであるが、量産歩留まり、耐久性、既存CMOS工
程との統合性、量産時期などの事業化に向けた要素は今後の検証課題である。） 
OCTRAMとXL-FLASHの役割分担：将来のDRAM代替・補完技術への挑戦 
MRAMと並ぶ研究開発領域として、2024年12月に酸化物半導体を用いた新しいDRAM技術「
OCTRAM」の開発が発表された7。微細な縦型酸化物半導体トランジスタを採用し、信頼性を改善す



ることで、従来のDRAMが直面する消費電力等の課題に対する解決策を将来的に提示しようとする
ものである。 
ここで留意すべきはメモリ階層上の役割の違いである。キオクシアが展開する「XL-FLASH」はNAND
フラッシュベースの高速ストレージクラスメモリ（SCM）であり、ストレージレイヤーとDRAMの中間を
補完する役割を持つ9。一方、OCTRAMは将来の高容量・低消費電力な「メインメモリ（DRAM）」の代
替や補完を見据えたDRAM系技術の研究開発である9。これらは技術原理が異なり、OCTRAMは現
時点では実用化目標を2030年代初頭とする研究開発フェーズであり、量産事業として確立している
わけではない9。キオクシアはNAND専業からの拡張可能性として、これら複数のアプローチを通じて
AI時代のメモリ階層課題に取り組んでいる。 

ソフトウェア主導のイノベーション：「KIOXIA AiSAQ」が狙うエ
コシステム 
キオクシアの事業展開において特筆すべきは、ハードウェアの提供にとどまらず、ソフトウェアレイ

ヤーでのエコシステム構築を模索している点である。その取り組みの一つが、生成AI用ベクトル探索
ソフトウェア「KIOXIA AiSAQ（アイザック）」のオープンソース公開である11。 
RAGの構造的ボトルネックとAiSAQによるアプローチ 
現在、LLMが外部データを動的に参照する「RAG（Retrieval-Augmented Generation）」技術が普及
している12。RAGを支えるベクトルデータベースにおいて高速な検索を実現するためには、膨大な高
次元ベクトルデータをDRAM上に保持する（インメモリ処理）必要があり、テラバイト級のAIワークロー
ドにおいてインフラコストの増大とスケーラビリティの確保が課題となっていた13。 
AiSAQによるSSDベースのベクトル検索とエコシステム戦略 
キオクシアが公開した「KIOXIA AiSAQ」は、MicrosoftのDiskANNアルゴリズムをベースに拡張を加
えたものであり、インデックス全体又はProduct Quantization（PQ：直積量子化）ベクトルのDRAMへ
の常駐を抑制し、必要に応じて基盤となるストレージメディア（SSD）からオンデマンドで読み出すアー
キテクチャを採用している13。これによりDRAM消費を大幅に抑え、コスト効率の高い大規模データ
ベースの構築を可能にする。 
さらに、インデックス構築に要する時間を短縮するため、NVIDIAのcuVSライブラリを活用しGPUアク
セラレーションを実装している13。実証実験では、1024次元ベクトルにおけるインデックス構築時間
を、CPUのみ（28.4日）からNVIDIA Hopper GPU 4基使用時（1.4日）へと最大20倍高速化し、エンド
ツーエンドのテスト時間も31日から4日へ短縮したことが報告されている13。 
 
 
これらのソフトウェア技術をオープンソース（kioxia-jp/aisaq-diskann）として提供することは、単にキ
オクシア製SSDへの囲い込みを目的とするものではない13。むしろ、SSDベースのベクトル検索技術
自体を広く普及させ、業界全体におけるSSDの大容量・高速読み出しの需要を喚起することで、自社
製品の性能を訴求しやすくするエコシステム戦略の一環と位置付けられる。AiSAQがデファクトスタ
ンダードとなるかは今後のコミュニティの受容と検証次第であるが、ストレージベンダーがソフトウェ

ア領域へ事業拡張を模索する重要な事例である9。 

コア事業の高度化：第10世代「BiCS FLASH」と生産・投資体



制 
次世代領域への先行投資を進める一方で、現在の収益の基幹である3次元NANDフラッシュメモリ「
BiCS FLASH」の持続的な進化と、製造インフラの強化にも巨額の投資が継続されている。 
BiCS-10：競争力の多角的な追求 
2026年7月3日、キオクシアは第10世代となる「BiCS FLASH（BiCS-10）」の顧客向けサンプル出荷を
開始した15。BiCS-10は332層の積層アーキテクチャを特徴とする1Tb TLCチップであり、データセン
ター等における大容量かつ低消費電力ストレージの需要をターゲットとしている15。 
技術的指標として、BiCS-10はインターフェース速度を第8世代比で33%高速化（4.8GB/秒）させつ
つ、電力効率を30%向上させている17。キオクシアは、投資コストを抑えつつ既存設備を活用して高

性能化を図る「第9世代」と、先端技術により大容量・高性能を追求する「第10世代」の二軸による製
品展開戦略を採用している15。競合他社も層数の増加や性能向上を競う中、同社は層数の追求だけ

でなく、ウエハ貼り合わせ技術（CBA）、インターフェース速度、電力効率、そして投資効率を組み合
わせて総合的な競争力を追求している。 
AI実装工場「K2棟」と経済安全保障を見据えた戦略的設備投資 
国内における製造基盤の強化も進展している。2025年9月には、岩手県北上市の北上工場第2製造
棟（K2棟）が稼働を開始した19。中長期的な需要拡大に備え、CBA技術を導入した第8世代（218層）
などの生産を担う。工場内ではAIを用いた自動搬送システムなど最新技術の適用範囲が拡大され
ている14。 
これらの設備投資は、日本政府の半導体サプライチェーン強靭化に向けた戦略的支援と連動してい

る。経済産業省による「認定特定半導体生産施設整備等計画」に基づき、キオクシアとウエスタンデ

ジタル（WD）による共同投資（既存雇用の維持・新規創出を含む）に対し、複数回の巨額な助成金交
付が決定されている。 
 

対象工場・プロジェク

ト 
認定時期 総投資額（共同投資

分） 
最大助成額 

四日市工場 Y7棟
（第6世代等） 

2022年7月 約2,788億円 約929億円 21 

四日市工場 および 
北上工場K2棟（第8/
第9世代等） 

2024年2月 約7,290億円 最大2,430億円 22 

四日市工場 および 
北上工場（最先端世

代・新規支援枠） 

2026年報道等 約4,500億円 約1,500億円 

WDとの強固なパートナーシップと政府の支援を通じ、投資リスクを分散しながら国内での量産体制
を整備している。 



上場後の資本市場評価と財務戦略 
キオクシアの財務実績は、生成AIの普及に伴うデータセンター向けストレージ需要（特にエンタープ
ライズSSD）の急拡大、およびNAND市況の回復を背景に、劇的な回復と成長を記録している。 
市況回復とAI需要を背景とした過去最高益の記録 
メモリ市況の悪化により2024年3月期（前年度）には親会社所有者帰属の純損失2,437億円という大
幅な赤字を計上していたが、2025年3月期（2024年度）は市況の急回復と平均販売単価（ASP）の上
昇により純利益2,723億円を記録し、前年度比で5,160億円もの大幅な改善を果たした。 
さらに、その成長は加速し、2026年3月期（通期）においては、売上収益2兆3,376億円（前期比37.0%
増）、営業利益8,704億円（前期比92.7%増）、そして純利益は5,544億円（前期比103.6%増）に達し、
売上・利益ともに過去最高を更新した。加えて、2027年3月期第1四半期（2026年4-6月期）の業績予
想においても、純利益が前年同期比48倍の8,690億円に達するとの見通しが示されており、旺盛な
AI需要の恩恵を最大限に享受していることが分かる。 
東証プライム上場から米国ADS上場準備、そしてPEファンドのイグジット 
こうした業績の急回復を背景に、キオクシアの資本市場戦略も大きく前進した。2020年や2024年10
月の二度にわたって市況悪化や投資家評価の乖離などを理由に上場を延期した経緯があったが、

2024年12月18日、同社はついに東京証券取引所プライム市場への上場を果たした。公開価格1,455
円に対し、初日は1,601円の終値をつけるなど順調な滑り出しを見せた。 
その後の記録的な好決算を受け、市場からの評価はさらに高まっている。2026年春以降、株価は公
開価格の数倍へと急騰し、時価総額が一時的に国内トップクラスに躍り出たとの報道もなされた。 
さらに2026年5月、同社は海外の幅広い投資家層から資金を調達し、次世代メモリ技術や生産設備
への投資を継続する強固な資本基盤を構築するため、米国預託株式（ADS）の米国の証券取引所
への上場に向けた準備を行っていることを公式に発表した。 
この圧倒的な株価上昇と流動性の高まりを受け、キオクシアの筆頭株主であった米投資ファンドの

ベインキャピタルは、2026年7月までに保有するキオクシア株をすべて売却し、8年越しとなる巨額の
エグジット（投資回収）を完了したことが明らかになっている。 

結論 
特許データ、技術開発、生産体制、および財務・資本政策の推移から、キオクシアの現在の事業戦

略の輪郭が浮かび上がる。 
同社は、依然としてNANDフラッシュメモリとSSDを主要な収益基盤（コア事業）と位置付け、層数の増
加やCBA技術の導入（BiCS-10）、政府支援を活用した積極的な設備投資（K2棟など）を通じて、グ
ローバルな量産競争における競争力の維持・強化に努めている。 
同時に、このコア事業で得た資本を基盤として、AIインフラの課題解決に向けた新たな領域への拡
張を模索している。「AiSAQ」を通じたソフトウェア・エコシステムの構築や、MRAM・OCTRAMといっ
た次世代メモリ階層へのアプローチは、単なるストレージ・コンポーネント・サプライヤーからの事業

領域拡張を志向する動きである。 
ただし、これらの新領域（MRAM、OCTRAM、AiSAQ）が将来の収益の柱として事業化・標準化に成
功するかどうかは、技術的な課題の克服や市場での採用動向にかかっており、今後の検証課題で

ある。2024年末の東証上場と足元の過去最高益、さらには米国市場へのADS上場準備など、強固
な財務基盤を手に入れた同社が、中長期的なメモリ市況の変動リスクを乗り越え、次世代技術の実



用化をいかに成し遂げるかが今後の焦点となる。 
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